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G3VM-41GR4  MOS FET继电器

实现低C×R＝10pF·Ω的新型MOS FET继电器
负载电压40V型
·可抑制输出信号衰减的导通电阻＝2Ω（标准）。

·开路时漏电流1.0nA（最大）。

■用途示例

请参见
第6页的「共通注意事例」。

■外形尺寸	 （单位：㎜）

■端子布置/内部接线图（俯视图）	

■安装衬垫尺寸（推荐值）（俯视图）	 （单位：㎜）

※标记内容与实际商品有所不同。
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■种类

·半导体检查设备

·宽带

·计测仪器

·数据记录仪

※标记内容与实际商品有所不同。

符合RoHS （详情请参见http://www.omron.co.jp/ecb/。）
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G3VM-41GR4

■绝对最大额定（Ta＝25℃）
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■电气性能（Ta＝25℃）
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■推荐动作条件
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（注1）：测量输入输出间的耐压时，分别对LED针    
脚、受光测针脚统一地施加电压。

（注2）：动作·回复时间
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为了保证继电器的正确动作和回复，请在以下条件下使用。

■参考数据
负载电流—环境温度
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■请正确使用
·共通注意事项、请参见第6页。
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